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Abstract
Nonlinear optical thin Fillns Of bariunl sodium niobate(Ba2NaNbs015)Were prepared on
fused quartz,sapphire and rnagnesia(ふ江gO)substrates by the fourth harmonic Mァave pulsed Nde十
Yッヽ G laser ablation at gas pressure from 2Pa to 5Pa  WVe examined the effect of laser energy
density on the fabrication of BNN thin films  The laser energy density、vas changed fron1 506
mJ/cm2t。025m」/cm2 0n inCreasing laser energy density,the thickness of BNN thin ilms
increased  The BNN thin■lms ttrere epitaxiaHy gro、,、n on卜IgO substrate under 3Pa of oxygen
gas pressure, 800°C of the substrate temperature and 2,025 1nJ/cm2 。f laSer energy de sity,
respectively  The SHG coefncient of the BNN thin lilm deposited on]ヽIgO substrate is larg r
13 tixnes than that of Si02 Crystal and then the value is about one fourth of Ba2NaNb5015 Single
crystal
K9yこυοrtrs:Ba2NaNbs015,Nd3+:YAG laser ablation,SHG,FHG laser energy density,








及び超伝導薄膜 について多 くの研究が あ
る(10。この方法では,(1)成膜室の外部から
レーザ光が導入されるため,結晶成長に適した
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任意の雰囲気や圧力中で薄膜形成ができるこ
と,(2)ターゲットから原子,分子,イオンが
放出されるために,不純物の混入がない薄膜が
形成されること,(3)圧力,基板温度及び成膜
速度など多くのパラメータを独立に選定するこ
とができること,など多くの優れた利点を有し
ている。良質の酸化物薄膜を成長させるには,日
的とする結晶に最も適した基板温度,成膜速度,
酸化雰囲気を選定することが重要である。レー
ザーアブレーション法では,酸素圧を自由に変
化させて成膜することができる。またオゾンな
どの酸化剤中で成膜することも可能である。
半導体プロセッシングの分野ではエキシマ
レーザを用いた研究が主流であるが,ArF等の
有毒ガスを使用するので取扱上の危 Fク食性が高
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